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用途 ・低周波一般増幅 , 各種ドライブ , ミューティング回路。

特長 ・直流電流増幅率が高い（hFE=800～ 3200）。
・コレクタ・エミッタ飽和電圧が低い（VCE(sat)=0.5V max）。
・エミッタ・ベース電圧が高い（VEBO≧15V）。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃ unit
コレクタ・ベース電圧 VCBO 60 V
コレクタ・エミッタ電圧 VCEO 50 V
エミッタ・ベース電圧 VEBO 15 V
コレクタ電流 IC 200 mA
コレクタ電流（パルス） ICP 300 mA
ベース電流 IB 40 mA
コレクタ損失 PC 600 mW
接合部温度 Tj 150 ℃
保存周囲温度 Tstg － 55～＋150 ℃

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃ min typ max unit
コレクタしゃ断電流 ICBO VCB=40V, IE=0 0.1 µA
エミッタしゃ断電流 IEBO VEB=10V, IC=0 0.1 µA
直流電流増幅率 hFE(1) VCE=5V, IC=10mA 800 1500 3200

hFE(2) VCE=5V, IC=100mA 600
利得帯域幅積 fT VCE=10V, IC=10mA 250 MHz
出力容量 Cob VCB=10V, f=1MHz 4.0 pF

次ページへ続く。
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高 hFE, 低周波一般増幅用
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半導体ニューズNo.934Fとさしかえてください。
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前ページより続く。
min typ max unit

コレクタ・エミッタ飽和電圧 VCE(sat) IC=100mA, IB=2mA 0.12 0.5 V
ベース・エミッタ飽和電圧 VBE(sat) IC=100mA, IB=2mA 0.85 1.2 V
コレクタ・ベース降伏電圧 V(BR)CBO IC=10µA, IE=0 60 V
コレクタ・エミッタ降伏電圧 V(BR)CEO IC=1mA, IB=0 50 V
エミッタ・ベース降伏電圧 V(BR)EBO IE=10µA, IC=0 15 V
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